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Transistoren, Standardtypen
Germanium-Transistoren
n Kennwerte Grenzwerte
~Igos 10 pA bei-Ugp=10V “Uggo= 2V
f = 17 kHz bei -Ugg= 2V, Ig= 10 mA ) = 12V
AC 125 F - 4 dB bei-Usg= 5V.Is= 05mA 7 oV
AC 126 bei ~Ups =5V, I =2 mA: e - 2QmA
PNP-Transistoren AC 125 AC 126 pe 500 ﬂw
-Yor- tot =
fir NF-Yor- und Treiberstuten |, "% 7o hyyo=24kR2 s, = 90 °C
hyze =65+ 10-4 hype=8+10-4
hage=125 hage=180
hyze = 80 S hys e =100 uS Repu = 0,3 grd/mW
AC 127 Ueso = 2V
NPN-Transistor Icgo = 15 pA beilUgg= 10V Uceo = 12V
filr NF-Endstufen. B =100 bei Ugg= 0, -Ir= 20mA Ie = 500 mA
Der Transistor AC 127 B =105 bei Ugg= 0, -Iz= 50 mA I = 25 mA
bildet zusammen mit B = 90 bei Ugg= 0, -Ig =200 mA Pt = 340 mW
dem Transistor AC 132 B = 50 bei Ugg= 0, -Ig=500 mA 3, = 90 °C
oder AC 128 Ucgsar = 1 V  beil, =500 mA
ein komplementdres Paar, A = 1,5MHzbei Usg= 2V,-Ir=10mA
siehe aucl‘lomslslnmu Runu < 037 grd/mW
AC 128 R o = 0,04 grd/mW
PNP-Transistoren
fiir NF-Endstufen, ~lcgo = 10 pA bei-Ugg= 10V ~Uggo= 2V
paarweise fiir -Uceoor = 06 V  bei-I, = 1A -Ugeo= 16V
Gegentaki-B-Verstarker, | B = % bei-Ugg= 0, Jg= 300 mA | _Up,= 10V
in Verbindung mit AC127 | B = 8 bei-Ugg= 0, L= 1 A “leay = 1A
als komplementdres Paar, | ~Use S300 mV bei-Ugg= 0, L= 50 mA | [, - 2A
siehe auch Transistorsalz | ~Use =450 mV bei-Ugg= 0, o= 300 mA | _[; - 40 mA
fy = 15 kHz bei-Ugg= 2V, Ig= 10 mA Pt = IR
AC 128 K') fr =15 MHzbei-Upg= 2V, Ig= 10 mA 8, = 90 °C
') mit Kuhiklotz Ry = 0,045 grd/mW
=Ueso = 2V
“Ugeo = 1
AC 132 Isgo s 10 pA bei-Ug= 10V Ak 203 x A
PNP-Transistor B =135 bei Ugg= 0,1z = 20mA Iy = 10 mA
flir NF-Endstufen. B =115 bei-Ueg= 0,1z = 50 mA P, - 500 mW
Der Transistor AC 132 B =170 bei -Ugg= 0,1z =200 mA o 90°C
bildet zusammen mit dem Upger 5035 V. bei-l, =200mA !
Transistor AC 127 fr 2 1,3 MHz bei-Ugg= 2V, Ig=10mA
ein komplementares Paar.
Ry 0,3 grd/ mW
n Kennwerte Grenzwerte
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n Kennwerle Grenzwerte
oo 32 A Ui oo = B Y
cesat = U ei Ip = cco =
AC187 K Bz 70 bei Ugg=10V,-Ig= 5mA Usso = 10 V
B = 90...450 bei Ugg= 0, -Ig= S50mA Ioav = 1 A
mtm B =100...500 bei Ugg= 0, -Ir=300mA en = 2 A
mit AC 189 K als B 2% bei Ugg= 0, -Ir= 1A Is = 100 mA
fr 2 1 MHz bei Ugg= 2V,-Ig= 10mA Pt = 08 W
kemplementdres Paar fs = 20 kHz bei Ugg= 2V,-I= 10 mA o - %0 °C
Rmo = 45grd/W
Ry =160 grd/W
-Icgo = 15 pA  bei -Ugg=10V ~Ucgo = 2% V
Ac18s K -Upgeat= 086 V  bei-Ip = 1A ~Uggo = 15 V
3 B 270 bei ~Ucg =10V, Iz = 5mA ~Uego = 10 Vv
PNP-Transistor
fiir Endstufen B = 90...450 beilUgs = 0, Ig = 50mA ~loay = 1 A
yoarnece fir Goponatt. | 5 100500 belUg = 0, [ =30mA | TEow = 2 A
Berstirier, mUACIOIK | 7 o f beiUgs = 0, [ = 1A PO - 08 W
¢ » fr = 1 MHz bei-Ugg= 2V,I; = 10mA ot = 8 )
als komplementiires Paar te = 10 kHz bei-Ucg= 2V.I¢ = 10 mA 8, = 0 °C
Rpo s 45grd/W
Ry =160 grd/W
-lllc" = g'l vA g"' -ll’ca'“:x ‘cho' 2 Vv
~Ycesar = 3 ei ~Ip = “Uggo= 20 V
::3 139 B Z24...9 beilUps = 0 Ir=100mA| -Usso= 0V
i ";IEII;SMIOI‘ B =30...110 beilUgg = 0, Ie= 1A I - 35 A
mriu-tl:sm:nfm- B =18... 8 beilUssp =0, Ile= B8A | -Ig = 06 A
ity fo, = 10 kHzbei-Upe= 2V, [;=100mA| Po = 13 W
-Yerstirker A oW
Riwo s 4grd/W
Ioso s 3 mAbei-Ugp=50V “roe e M
-lego = -Ucg = _ =
AD 149 ~Ucsar s 07 V. bei-lp = 3 A -Uz:- 2% v
fﬂl}‘?m’ fg = 10 kHzbei-Uce= 2 V,-Io=05A I 35 A
mmrla.m': m::ﬁn- g :92 gca' 8, }z- ; 2 : 233...122 ;{: . 2%: c{
B-Verstarker ei Ueg= 0, lg= : A e
Rug = 2grdiW
n Kennwerte Grenzwerie
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Tvp Kennwerte Grenzwerte
Icso =500 pA  bei Ugg= 32V
Uggsar = 08 V beil, = 1A Ugso = 2V
< AD 161 B "z 55 bei Upe= 10V, o= 5mA | Ugeq = 20V
= NPN-Transistor B = 74-300 bei Ucg= 1V, Ic= S0mA Uego = LAY
g fiir NF-Endstufen, B = 80-320 bei Uge= 1V, Ic =500 mA Ioav = 1A
mit AD 162 als B z 40 beiUge= 1V, Io= 2A Iey = 3A
= komplementares Paar fr = 3 MHz bei Uge= 2V, I = 300 mA Pt = 4W
5 A = 35 kHz beiUge= 2V, Iz =300 mA & = 90 °C
] Rme = 45grd/W
-
]
Fod
(-4
e
m —Icgo =200 pA  bei -Ugg=32V -Ucso = 2V
= ~Uggsar = 0,4 V. bei-Ip = 1A ~Uceo = 20V
= AD 162 Bz 60 boi -Upe=10V, ~lo= SmA | -Usgo = 10V
= PNP-Transistor B = 74-300 bei ~Ugg= 1V,-Ic= S0mA | -Icay = 1A
™ fiir NF-Endstufen, B = 80-320 bei -Uge= 1V, -lc=500mA | -Ioy = 3A
mit AD 161 als B = 60 bei -Uge= 1V,-Ic= 2A Pt = 6 W
komplementéres Paar fr =15 MHz bei -Ugg= 2V,-Io=300mA | &, = 90 °C
fg = 15 kHz bei -Uge= 2V, -Ic = 300 mA
Rine =45grd/W
<
=
<
')
=
>
—
W
-
-,
=
~
=
w
>
=] Pt = 375 mW
= -Icgos BpA bei-Ug= 6V (mit Kihlschelle 56 207)
= AF 118 e I, = 30 mA
= ~Icgos 60 pA  bei-Ugp=70 V - T A
= PNP-Transistor -I; = 55pA }bei Unne 2 V. I =10 mA ~E - 7550
= | fur breitbandige HF-Yerstarker| U, = 375 mV cs e b =
und andere HF-Anwendungen | #, =175 MHz bei -Ugg= 6 V, Iz =10 mA Ry v = 0,25 grd/mW
bel Kleinen Leistungen | |, | _ 130 mS bei-Ugs=6V, /e =10mA, f=10,7 MHz ohne Kiihlschelle
~Uggsar=35V bei-Io =30 mA Rinu = 0,12 grdimW
mit Kiihischelle 56207
Trp Kennwerte Grenzwerte
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n Kennwerte Grenzwerte
-Icgo= 1,2 (<8) A bei-Ugg =10V
-Ig = pA - - -
e mV} bel ~Uge = 10V, Iz = 3 mA
-Ig =25 pA Une = -
—UpE =310 mv} bei ch 5 V, IE 2 mA
fr =270 MHz bei ~Uge = 10V, Ig = 3mA
bei ~Uce =5V, Ie = 2 mA, £ = 100 MHz:
girs = 32 mS |y,“|- 34 m$S =Ucgo= 25V
~byp = 22 mS 9arp = 110° ~Ucer= 5V
AF 121 lhnl'?zo HS 9225 '25‘: Pss ';NV - :g mﬁ
P2y = = m ~fom = m.
PNP-Transistor bei ~Ugg = 10 V, I = 3 mA, £ = 35 MHz: Proe = 140 mW
filr AM-, FM- und 911e =65 mS |Y210|= 80 mS 4, = 75°C
FS-IF-Verstdrker sowie fir | b,,, = 7,7 mS ~P21e = 38°
BEW-, KW-, MW- und LW- |¥12¢] =100 pS G220 =100 S
Yor- und Mischstufen ~Pr2e = 100° by, =400 "s
bei ~Usp =5V, Ig = 2 mA: Runu 5 045 grd/mW
f =107 55 0,45 MHz ohne Kiihlschelle
Jire =13 1,0 08 mS Repy = 0,32 grd/mW
byu =30 1,55 0,13 mS mit Kiihischelle 56263
|Yi2e|= ;g' g;‘ ;-gn ¥S
P12 =
|Yere|= 10 7 73 mS
~P210= 13 10° < 1
G220 = 13 5 08 uS
by, =170 20 15 pS
~Icpo= 1,2 (<8) HA bel -Ugp =10V
el ~Ucso = 32V
0 Ta )bl Ver=10V,Ie=3mA U mv
-Ig - 25 PA -Ic‘y = 10 mA .
AF121S ZUhe T30 ) bl Vee= V. Ie=2mA Tow = 15mA
PHP-Transistor fr =210 MHz bel ~Uge = 10 V, Ig = 3 mA P = ’953 :::W
fir fi‘:f""*ﬂﬂ"- bel ~Uge = 10V, Iz = 3 mA, f = 35 MHz: !
dstufen gru - gv‘;’ mg |Y21e]= g. mS
11 = 1, m ~P21e = R 50,43 grd/mW
[V124] =100 S g22, =100 uS “ ohn Kaglr he
1 e Kihlschelle
~P124 = 100° 220 =400 pS Ryy 503 grdimW
mit Kihischelle 56263
n Kenawerte Grenzwerle
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Typ Kennwerte Grenzwerte
-Iego=12 (s 8)pyA bei-Upg = 6V
AR 124 o o EXHS Y beiUss = 6V, =1 mA
PNP-Transistor ~Uge =270 +60 mv S bei-Ues = 6V, [e=1m
filr UKW-Yorstufen B =150 bei -Uce =6V, Ir =1 mA
fr = 75 MHzbei-Ucs=6V,Ir =1 mA
AF 125 AF 124
i “Km-lransismr F =8 dBbei-Ugs=6V,Ic=1mA,R,= 602, f=100 MHZ -ano = 2V
r - schstufen sowie AF 125, AF 126, AF 127 :Ic“ : 15V
fiir Yor- und Mischstufen im H ¢ 10 mA
KW-, M- und LW-Bereich  |F = 1:5dBbei-Uce=6V,Ie=1mA, R, =5002,f= 1MHZ _j 1 mA
' F.=3 dBbei-Uce=68V, /=1 mA R =502,7= 1MHd p° _  gmw
AF 126 Fo=4 dBbei-Uce=6V,l=1mA,R;= 2k, f=200kHz| 5" _ 75 °C
PNP-Transistor AF 124 AF 125 AF 126 AF 125
fiir ZF-Verstérker in AF 125 AF 126
AM/FM-Empfingern und filr AF 1271
Yor- und Mischstufen v = 1?? Mglz ; = 11% 1?.; q‘;g 'l:ﬂst
im MW- und LW-Bereich 1y = m 11e = .
~bys = 31 mS | by, =4400 40 200 uS
AF 127 [¥128] = 450 HS | |Vr20|= 80 100 4 HS
PNP-Transist P25 = 110 ~P2o = 100° 100 90
lransistor [Y2rs] = 15 mS | |yare|= 34 32 37 mS
filr ZF-Verstérker in @215 = 95° —Page = 25° 25°  0°
AM-Empfingernund fir 150 " _ 350 uS | g, = 25 40 1 us
I""l'“';"" ':‘f";’;:"'l'. bizy = 1.6 mS | by, = 200 25 11 pS | Ruy s 075 grd/mW
AW NG ANDRIEN | Uop =8V, Je=1mA|  -Uoe =8V, I =1 mA

AF 139
PNP-Transistor
fiir Yor-, Misch- und
Ostillatorstufen bis

-Iogo = 05 (s 8 pAbei-Ugg=20 V
~Iogo 5500 pA bei ~Uge = 15 V

Iego = 2 (s100) pA bei -Ugg= 03V

Iy =3 pA oy g

i } bei ~Uge = 12V, -Ip = 1,5 mA
I, = 66 pA U eVt

B Tae b ) bei-Use= 8V.-lo=5 mA

f; =550 MHz bei ~Ugs = 12V, -Ig = 1,5 mA
F = 1 (s82)dB bei-Upe=12V, -I; = 1.5 mA,

f = 800 MHz, R, = 60 @

-Ucao = 20 V
~Ucgo = 15 V
o,
I A m
-Ig = 1 mA
Pt = 60 mwW
&y = 90 °C

FS-Bereich V bei ~Uge =12 V, -Ip = 1,5 mA, f = 800 MHz:
Gris = T mS  |ys2p| =400 S 9225 =05 m$
=byp =11 mMS - =120° byzp =75 mS
|Y218] = 14° mS
P16 =
bei ~Uce = 12V, -Ic = 1,5 mA, f = 200 MHz: Ry = 0,75 grdimW
~G11p =28 mS |y, =170 pS g2 =009 mS
~by1p =24 MS -y, =110° by2p = 1.9 mS
|¥215] = 37 mS
~P21p = 126°
Trp Kennwerte Grenzwerte




v

INIWITINYAYILITTAIVH OATVA

JINIWTINVEYILTIAIVH OATVA

G6C

n Kennwerts Grenzwerte
-Icgs= 05 pA bei ~Ucs =20 V
AF 239 s MV} bel-Uee=10V,-lo= 2ma | Tfeeen BV
AF239S | s = 0 0} bei-Uoes 2V, lomtoma | TpEee O3 T,
PNP-Mesa-Transistoren : P - 60 mW
fiir Yorstufen bis “AF239 AF 23S 8 = % °C
FS-Bereich V fr =650 780 MHz bei ~Uge =10V, -I; =2 mA
F s 8 5dB } bei ~Ugg = 10 V, =I5 = 2 mA,
V, = 14 15dB f = 800 MHz
Ry =075 grd/mW
-Iegss 15 pA bei ~Ugpg = 20 \' -Ucso = 2 V
AF 267 o S EV) bel-Uee=10V,Lw 2ma | Teren 3 Y
PNP-Semiplanar-Transistor | -Jp; s 1 mMAY Lo 0 oy _p _10mA I, = 10 mA
tiir Vorstufen bis -Uge s 480 mV cE ol Pot = 80 mw
FS-Bereich V fr =780 MHz bei-Uy =10V, -Ic= 2mA 8, = 80 °C
F = 5 dB Y\ bel-Uyg=10V,-Ic= 2mA,
v, = 13 dB f = 800 MHz Ray s 06 grdimW
SHizium -Transistoren
BC 107 BC 107 BC 108 BC 109 BC107 8T 1%
Ucksat = 90 9 0 mV
BC 108 ™ bei L= 10 mA, I, = 05 mA Usco= 46 2V
BC 109 Use = 620 620 620 mV |1 . - 100 mA
NPN-Planar-Epitaxial- = 110...450 110...800 200...800 Iow = 200 mA
Transistoren filr NF- B = 125...500 125...900 240...900 Pt = 300 mW|
Yor- und Treiberstufen bei Uge = SV, Jc = 2mA $ = 175 °C
sowie filr Gleickspannungs- | £, - 300 300 300 MHz [R.y = 05grdimW |
verstiirker, bei Uge = SV, Ic = 2mA Rpo s 0,2 grd/mW
BC 108 """:" fir F s 100 101 # dB [OVF-TkHz, B=20Fz ]|
rauscharme Vorstufen bel Uge = 5V, I = 02 mA, R, = 2k %) £=30... 15000 Hz
BC 146 rot ...gelb ...grin
Use = 510 570 510 mV
= 80...200 140...350 280...550 Ucso = 20V
B = 130 220 380 Uceo = 20V
BC 146 bei Uge = 05 V, Io = 0,2 mA Ueso = 4V
NPN-Planar-Epitaxial- Uge = 650 650 650 mV e = 50 mA
Transistor fiir Hirgerdte, 2 100 140 280 Pt = 50 mW
mit Subminiatur-Kunststoff- bei Uge =1V, Ip =2 mA y = 125°C
uehuse fr = 150 150 150 MHz
bei Uge =5 V, Ip =2 mA
F = 2 1,5(s 4) 2 dB
bei Uge = 5 V, Io = 02 mA, Ry =2kS2, f=0...15000 Hz| Rwv 5 16 grd/mW
/] Kennwerte Grenzwerte
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1] Kennwerte Grenzwerte
BC 147 BC 147 BC 148 BC 149 BC 147 BC 148,
BC 148 BC 149
BC 149 Uoesor= % % mV | Uo= 45 20V
bei Ic= 10 mA, Ig =0,5 mA Ueso = 6 5V
NPN-Planar-Epitaxial- Uge =620 620 620 mV |l Ioay = 100 mA
vlranslstorenﬂlrllf- z =:;§$ :;gggg 523333 ﬁ:u = ggg ma
or- und Treiberstufen o S0 O e e ot = m
sowie flr Geichspanmungs- |, _ 509 bei Uo =5 V. Io =2 mA W |2 1B €
vgrslirler. BC 149 bei Uge =5V, I = 10 mA Ry s 0,4 grd/mW
speziell filr rauscharme F =10 ¥
Yorstuf b)- 109 42) 98 5 ¥ -1 kHz, B =200 Hz
orstufen ei Uce =5V, Ic =02 mA, R, = 2k 7)f=30...'15000Hz
BC 157 BC 157 BC 158 BC 159 BC 157 158 159
-Ucesar = 75 75 75 mV |-Ugo=45 25 20V
:g :gg ** bei —I; = 10 mA, ~I5 = 0,5 mA Upe- 5V
“Upe = 650 650 650 mVv |-leav = 100 mA
l;'::;'::mzﬂiﬁ:l'i':l- o - 75...260 75..500 125...500 ;fcu = ggg mcv
- ei -Ioc =2 mA, -Ugeg=5V tot = m
Vor- und Treiberstufen ° ce s = 15 °C
sowie fir Gleichspannungs- | 7 o, ' 150 150 MHz
verstarker, BC 158 bei -Ic =10 mA, -Uge =5V Ry =0, grd/W
speziell fir rauscharme | s 100 109 49 dB |1 f=1kHz, B=200 Hz
Yorstufen bei ~-Uge =5V, -Ic =02 mA, R; =2 kS 2) f=30...15000 Hz
BC 177 BC 177 BC 178 BC 179 g, TS s |
BC 178 -Ucgsar = 18 75 75 mV —_——
BC 179 bei  -Ic =10 mA, -Iz =05 mA -ﬁ’m = . og x A
-Uge =650 650 650 mV | ~lcav =
PNP-Planar-Epitaxial- | 5™ _ 75 260 75...500 125.... 500 -lew = 200 mA
yiansistoren fir e bei - -Uoe=5V,-Ic= 2 mA Po = 300 mW
snw?:ﬂ'l’:l Gleri:h:nan‘:l::us- fr = 150 150 150 Mz |8 = 115 *C
verstarker bei -Uge=5V,-I=10 mA wy =05 grd/mW
BC 119 speziell filr F s 10" 107 ) dB [T =1 kHz, B = 200 Hz|
rauscharme Yorstufen bei -Uge=5V,-Io=02mA, R =2k |2 f=30...15000 Hz
BC 200 rot ... gelb ...grin
-Uge = 580 580 580 mV Uggo = 20V
B =50...105 85...200 165...400 “Ugeg = 20V
Bc 200 B = 75 140 250 -Uggo = 5V
PHP-Planar-Epitaxial- bei -Uce = 05 V, ~Ic = 02 mA I, = 50 mA
Transistor fir Horgertte, | s 25 - &0 630 650 mv Pot = 50 mW
gerdle, = 60 100 175 s =125 °C
mit Subminiatur- bei ~-Ug = 1V, -Ic = 2 mA
Kunststoffgehuse fr = 90 90 MHz
bei -ch = 5V, —Ic = 2 mA
F = 2 15(=4) 2 dB
bei ~Uge = 5V, -I; = 0,2 mA, R, = 2 k%,
f=30...15000 Hz RIhU =16 grdImW
L[] Kennwerte Grenzwerte
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n Kennwerte Greazwerte
BC 237 BC 237 BC 238 BC 228 K o
Ucgsar = 90 90 90 mv
BC 238 ™ bei ;= 10 mA, I = 05 mA P A AV
BC 239 Ugeg = 620 620 620 mV Ioay = 100 mA
NPN-Planar-Epitaxial- = 110...450 110...800 200...800 on = 200 mA
Transistoren fiir NF- B, = !25...500 125...900 240...900 Pt = 300 mwWl
Yor- und Treiberstufen bei Uge = 5V, Ic = 2mA , = 175 °C
sowie fir Gleichspannungs- | 7, - 300 300 300 MHz
B z'a.amn:im bei Uge = 5V, I = 2mA Ry s 033 grd/mW
speziell ir F s 100 10 # dB  [Hr-1kH
= , B = 200 H:
rauscharme Yorstufen bei Ugg = 5V, I; = 02 mA, R, = 2k zg o3, 15000 Ha -
Ucgo = 245V
Uch - 180 v
BD 115 Ucgsrs 9 V beifo =100mA,Ig=10mA | y_ ./ = 5V
i Vv -
NPN-Planar-Transistor g" 2 e 2 }  beiUce=100V, I =50 mA l’;—:” - '52 \“I:IA
filr NF- und Video-Endstufen | ¢, =145 MHz bei Uge = 100V, Ic =30 mA 3 = 200 °C
Riuie s 125 grd/W
Ucso = 0 V
Ucgo = 5 Vv
BD 124 {,cao s f:J,A bei Ucg= 45V Ugao = g X
KPN-Planar-Epitaxial- L 502 }bei Uoe= 5V, Io=2A ﬁ:" - 4 A
Transistor Ucgsar= 1V beilp = 2A Pot = 15 W
fiir NF-Endstufen fr =120 MHz  bei Uge= 5V, Ic=250 mA 8, = 175 °C
R"a s715 grdlw
i) Kenawerte Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
17 = 45V
BD 131 Iogo s 5 pA bei Ugg =40 V Uoeo = 45V
e Ucksot S0V beilp = 2 A, Iz=02A oar = 3 A
NPN-Planar-Epitaxial- B z 40 bei Ugg =12 V, Ip = 05 A Iow = 6A
Transistor B z 2 bei Use = 1V, Io = 2A Poe = 11 W
fiir NF-Endstufen fr, 2 60 MHzbei Uce = 5V, I = 250 mA 8, =125°C
Rnwe = 6 grd/W
~Uggo = 45V
BD 132 Icso s 5 pA bei -Ugg =40 V Upgs = 45V
~Ucgsar =09 V bei '10 =2 A, -Ig =02 A B A 3 A
PNP-Planar-Epitaxial- B > 40 bei -Uge =12 V, -Ic = 05 A Iow - BA
Transistor B z 2 bei ~Uge = 1 V,-Ic = 2A Po = 11 W
fiir NF-Endstufen fr z 60 MHzbei -Uce = 5 V, -Ic = 250 mA 8, =125°C
Rwe = 6 grd/W
BD 135 BD 137, 139 BD135 137 139
BD 135 Icso = 100 100 nA bei Ugg= 30V Zz::::g gg 'g:l’
BD 137 B =40.250 40.160  beiUgg= 2V, Ic=150 mA|Ugeq = 5V
BD 139 Uge = 1 1V beilUgs= 2V, Ic=500mA fz:‘vi 51°g “;\A
mﬂ::::;f;,':.m" Ustsus 05 08 V beils =500mALp=S0mAlPy = 85 W
flr NF-Anwendungen fr = 250 250 MHzbei Uge= 5V, Io=50mA| "’
Rino s 10 grd/W
BD 136  BD 138, 140 BD136 138 140
BD 136 ; ~Ucgo =45 60 100 V
BD 138 -Icgo = 100 100 nA  bei -Ugg= 30V -UZ::=45 80 80V
BD 140 B =40..250 40..160 bei -Ugg= 2V,-Io=150mA|_Ugg, = 5 Vv
; Upe = 1V bei-Ugg= 2V,-Io=500mA|feav = 500 mA
PNP-Planar-Epitaxial- Use = cs le dow = 15 A
Iransislnrgn ~Uggsar= 05 05 V bei-I; =500mA,-Iz=50mA| Py = 162,2 Vé
fir NE-nwendangen |, _ 75 75MHzbei ~Uge= 5V.-Io= 50mA| Y
Ry =10grd/W
n Kennwerte Grenzwerte
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n Kennwerte Grenzwerte
BD 160 u v Ucsom - 2sg X
NPN-Transistor ceser 5 1.8 } beiloc = 5A,Ip = 1A foar = 54
Uggeor = 15V oM
fiér Horizental- t =07ps beil, =5A, s =08A Prot - 10W
Ableak-Endstufen in e Iiseee
Kieinen FS-Empidingern
o N Rno = 25 grd/W
BD 181:
Icso = 2mA  bei Ugg = 45V, 8, = 200 °C BD 181 182 183
Ucgsr s 1V beilp = 3A Uggo= 55 70 85V
BD 181 B =20...70 bei U= 4V, Ip = 3A Ugeo= 45 60 80V
BD 182 fs = 15kHz bel Ue = 4V, Io = 03 A Usso= 1 1 1V
BD 183 o o S
ceo S S5mA bel Uy =60V, & = 200 °C 1 - 7 7 1A
KPi-Transistoren Usewt s 1V beiIp = 4A a8 A
flir HiFi-NF-Endstufen, =20...70 bei Ugg = 4V, Io = 4A Pue = 78 117 HTW
paarweise fiir fg 2 15kHz bel U = 4V, I = 03 A 5 = 200 200 200°C
Gegentaki-Verstirker BD 183:
Icso s 5mA bei Uy =80V, 8, = 200 °C
Ucesar = 1V bei Ip, = 3 A Rpe =15 grd/w
B =20...70 bei UCE = 4 V, [c - 3A Rnu = 4 grd/W
fs z 15kHz bei U = 4V, I, = 03 A
L Kennwerte Grentwerte
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§ [} Kennwerte Grenzwerte
b 2O 2N b bel Uos = 10V, <= 1mA
BE =
< fr =230 MHz bei Uge = 10V, -Ig= 1mA
= bei Uge =10V, I = 1 mA, f = 450 kHz:
< gr1e= 04 mS |y, = 18yS gy, = 4 S
o byyp=00TMS -, = 90 ° by, = 425uS
E |¥214| = 35 mS Uego = 50 vV
[ $216 = 0 ° cER = 50 Vv
= BF 115 bei Uge =10 V, I = 1 mA, f= 10,7 MHz: Ueso = 5V
= NPN-Planar-Epitaxial- Gr1e= 05 mS |y | = 44 pS g = 5 S|l = 30 mA
5| Transistor fiir UKW-, KN-, | Drre = 17 MS -, = 90 °  bpp, =100 pS| Prr = 145 mw
£ | MN- und LW-Yor- und Misch- [Yara] = 38 mS v = 8%
© | stufen sowie fir IF-Verstrker] “P210 =
m bei Uge =10V, I = 1 mA, f=35 MHz:
b G110 = 095mS |ys,,| =140 S gy, = 55 pS
™ by = 46 MS -9, = 90 ° by2, =330 S
= |¥21e] = 34 mS
= °
m -$210 = 16
bei Ugg =10V, Ip = 1 mA, =100 MHz:
gi1e= 55 mS |y;,| =380 uS gy, =14 uS
bye =126 MS —@, = 95 ° by, = 095mS
|¥210] = 33 mS Ry = 09 grd/mW
~0210 = 30 °
f 20 10 Vet 4k s B
'BE = CEO =
fr =350 MHz bei Uge =10V, Ic =4 mA Ueso = 4V
BF 167 F - 3dB beilUgc=10V,Io=4mA, f=38MHz |1, & = 25 mA
NPN-Planar-Transistor P, = 130 mW
< | fir regelbare FS-2F- bei Uge = 10V, I, = 4 mA, f = 35 MHz: s - 115°C
= Verstirkerstufen Grre= 48MS  |ysza|= 3TUS  Gaze = 3048
g in Emitterschaltung byse =10 mS ~P2e = ° byze =265 "]
- | Y21e]= 95:"5
E ~P21e= 23
Ry = 1grd/mW
=
E {7 5’732:@}beiu05-1ov,1c=7mA Usgo = oV
BE = =
= BF 173 fr =550 MHz bei Uge =10V, Ic =5 mA Zi:: - 2:’ ¥
m | NPN-Planar-Epitaxial- . = 25 mA
m Transistor Sy - - . Pt = 260 mW
-’n filr nicht geregelte bei Uge =10V, I = T mA, f =35 MHz: s ’;n - 175 °C
Z | rsziVesirerstien | giu = 45MS  [yiae|= S5pS  grau = 8505
™~ in Emitterschaltung 11e = m$ |‘9’ 12 ‘I = 13; S byze = I3
Y21e|=
~P21e = Ry = 0,65 grd/mW
§ (1] Kenawerle Grenzwerle
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n Kennwerte Grenzwerte
I =036 (s0,75) mA Ucgo = 100 V
gas' 0,75 és 1) V bei Uge =10V, I =15mA Ucep = 85 V
BF 177 z 0 Ugeo = 60 V
NPN-Planar-Transistor Ucgsatne = 10V bei I =15mA Uggo = 5V
plabirmgirwern fr =120 MHz  bei Uge =10V, I; =10 mA I, = 50 mA
bel Kleiner Bilgrohre. | 0 Cre T PP bei Ugg = 10V, ~Ig = 10 mA, Pot = 600 mW
~ f =10MHz 8 = 200 °C
RM u = 220 grd/W
fr =120 MHz  bei Use =10V, I, =10 mA
Top Cye = 25ps bei Ugg = 10 V, —I¢ = 10 mA, BF178 BF179
f =10 MHz Ucgo= 185 250V
BF 178 Ucep= 185 250V
BF 178 Iy =072(s1,5) mA Uceo = 115 Vv
BF 179 Uge=075(s12V } bel Uge =20V, Ic = 30 mA Uego= 53 mﬁ
B =z 20 c = m
NPN-Planar-Transistoren | = 20 V  beil, =30mA Pt = 1,7 W
fir Video-Endstufen | ppy7s c m Y- 20 °C
Is =0,45(s1,0) mA
Uge=0,75 (s 1, i Uge =15V, Ip =
Use- S‘IZ)V bei Uge =15V, Ip = 20 mA Ror 0 % 220 grdlW
Uctsstne = 15 V.~ beile =20mA Rino s 45 grdiW
BF 180 To 5 150 KA Y bei Uop = 10V, - = 2 mA :
Uge=015 V Ueno 0V
o =
BF 181 {j b fg {‘,‘A} bei Ugg = 7V, -Ig = 12 mA Usgo = 20V
NPN-Planar-Transistoren Be= T I = 20 mA
BF 180 fiir YHF-/UHF- BF 180" BF 181 Pt = 150 :nw
Yorstufen fr = 615 600 MHz bei Uge = 10V, 8, =115°C
I. = 2mA :
BF 101 flir VHF-/UHF- v, = 9 8 dB\ bei Upe = 10V,
Mischstufen F = 7 dB -I; = 2mA,
f =900 MHz Ry s 1grd/mW
BF 182 bei Ugg =10V, -Ir =2 mA
ez | ey —
BE = U, = 20V
m-"B 18.:;., fJ - 6?3 %Hz ccso BV
anar-Transistoren b = i fa P = 150 mW
BFIG2fir VHF-WUNF- | F = 8 dB } bet 7 900 ke s T imsec
Mischstufen BF 183 bei Ucs = 10V, —I = 3 mA
BF 183 filr VHF-/UHF- Ig =125 (s 300) uA
Oszillatorstufen Uge = 770 mV
fr = 800 MHz
v, = 12 dB  bei f= 900 MHz Ry s 1grdimW
n Kennwerte Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
BF 184 BF 185
B =115 67
Upe<740  T40mV Y bei Uge=10V,Ic=1mA
BF 184 fr =300 220 MHz Uso= 30V
BF 185 BF 184 BF 185 cha = 20V
NP-PanarEiaxial | £ ° = 045 35 045 3 100 MHz | 7770 '
e | . - 03 o085 05 11 60 mS | BT ismw
Misch- und Oszillator- by, =0,065 42 0075 485 132 mS s - 1;5 e
stufen bis in den |¥12e]= 1.8 140 18 140 380 S v T s
UKW-Bereich ~Pr2o= 90° 90 ° 90° 90° 95°
sowie filr ZF-Verstrker [Y214]= 35 34 3B 34 33 mS
~P210= 0° 16° 0° 16° 30°
G220 = 4 6 4 5 12 WS
by, = 425 30 425 30 950 pS
bei Uge =10V, Ic =1 mA Ry =09 grd/mW
Nicht fiir Neuentwickiungen
Io =08 (£2) mA Ucgo = 190 V
BF 186 Upe =015 (512 V \ bei Uge =20V, I = 40 mA Ucer= 190V
B 2 20 Uego = 5V
NPN-Planar-Transistor I, = 60 mA
fiir Leuchudichtesignal- | Ucesorwr = 20 V. beile =40mA Pot = 215W
Endstufen fr =120 MHz bei Uge=10V, I =10 mA o - 200°C
I Cye = 30 ps  bei ucn= 10V, -Ir = 10 mA, 4
=10 MHz Ruo =20 grd/W
BF194 BF 195
B =115 67
Upe=680 690 mV & bei Uge =10V, Ic=1mA
f =260 200 MHz
BF 194 BF 194 BF 1985 BF 194 BF195 Ucso = 0V
BF 195 bei Uge = 10V, Ic = 1 mA, f = 35 MHz: 'L-’Icso= zgyl
NPN-Planar-Epitaxial- grre= 085 1,1mS [¥120|=185 185 pS I - 30 mA
ey firYor., | bua= 42 485mS ~@rze= 1007 109 Pu =  250mW
Misch- und Oszillator- g22e= 6  5pS [Varel= 38~ BmS | 57 - 125°C
stufen bis in den byze= 03 035mS ~Pz10% '5 15
“gj:'ﬁ:f" bei Uge = 10 V, =I¢ = 1 mA, f = 100 MHz:
TF-Verstarker grp=36 38 mS |¥125|=450 ~ 440pS
~byyp= 3 1 mS ~P126= 85°
g22p= 22 9 uS |¥210]= 38 34 mS
byys=14 11 mS @21y = 146° 140°
Ry = 0,4 grd/mW
n Kennwerte Grenzwerte
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Li]] Keanwerte Grenzwerte
1, =150 IJA Uc,o' 0V
BE 106 e = 780 my | bel Uce =10V, I; = 4 mA w0l v
fr =400 MHz bei Uge =10V, I = 4 mA Uggo = 4V
NPN-Planar-Transistor F = 3dB beilUce=10V,Ic=4mA,f=35MHz | I, = 25 mA
"'m"::'r'lm f'-’:lf' bei Uge = 10V, I = 4 mA, £ = 35 MHz: I, = 3mA
st 9110=32mS  |ysau|= 4TpS  Goze= S0US | P = 250mW
n Em ltung bire= 8MS -y, 92° bare=285uS | 8, = 125°C
|¥214]|=105mS
~Pa1e= 20°
Ry = 0,4 grd/mW
Iy =185 pA Ucgo = 4V
BF 197 X is0my | biUor =10V, o= TmA D B
f; =550 MHz bei Uge =10V, Io =5 mA Ugso = 4V
NPN-Planar-Epitaxial- I, = 25 mA
Transistor bei Ugg =10V, I = 7 mA, f = 35 MHz: Pt = 250 mW
filr nichi geregelte o ¢ ot .
Plbtersirienien | 917eT4SMS  [yiael= 6748 g SS4S |2 - IBC
11¢=10m ~Pi12e = 220 = H
in Emmlm'l 179'- | =170 mS
—P21e = 2°
Ryy s 04 grd/mW
Is =100 A ; - I = Uggo= 30 V
BF 200 ey } bei Ugg =10V, -Jg = 3 mA Usmo= % ¥
NPN-Planar-Transistor {7552 i mA } bei Uog = 7V, -l =12 mA 7 ool 22 XA
. A
féir Yorstufen bis tr = 650 MHZ be'l Ueg=10V, -I¢= 3mA Pot = 150 mW
FS-Bereich N F = 2dB . belUgp=10V,-Ig= 2mA,f=100MHz| 3" _ 475 C
gi1e= 5mS |71u| 160 uS |qu| =56mS g,,,= 1545
11e=10MS =@ ,= —~P21e= by24=510pS| R,y =1grd/W
bei Uge =10V, I = 2 mA, f= 100 MHz
BF254 BF 255
Iz =45...15 8...28pA
Upge= 680 680 mV GbeiUpe=10V,Ic=1mA| %V
BF 254 fr = 280 200 MHz Ucao = v
BF254  BF 255 BF254  BF255 cE0 "
BF 255 fo=107 107 MHz|f =100 100 MHz| Veme = SV
NPN-Planar-Epitaxial- 38 mS c = m
Transisto Gr1e =045 08 mS gy = 36 m Pwt = 300 mW
ransistoren bye = 1,5 20mS | by, = 3 1mS | 57 25 oC
fiir HF-Anwendungen |¥124] = 65 60 uS |¥128] = 410 4oo°ps
bis UKW ~Pr2e= 90° ~P12p= 85
|¥21e] = ?(6)" ?goms IY:rbl‘us 13‘(4)°ms
—P21e™ P21 =
grae = 85 4548 |gmy -2 2ps | Rev 208grdmW
byae = 110 MO uS | bazp = 1.1 1,1 mS
bei Use =10V, Ip=1mA | bei Ugp=10V,I; =1 mA
/] Kennwerte Grenzwerte
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n Kennwerte Grenzwerte
BF 334
Icgo s §0 nA bei Ugg= 20V
I =45...15 A
Uge = 075 V bel Uge= 10V, I =1 mA
fr = 430 MHz
F = 15 dB bei Uge = 10V, Ic =1 mA, u w0V
N f =200 kHz, R, = 500 R cso =
BF 334 BF 335 “ " Ueeo = 30V
BF 335 Icsos 50 nA  beils= 20V j’m = 4V
NPN-Planar-Epitaxial- Is = 8...28pA 7S 225 ma
Use = 075 V bei Uge = 10V, Ip = 1 mA o = 250 mW
Transistoren fr = 310 MHz 8 =125°C
fir Mischstufen bis KW | £ = 2 dB ~ beiUpe= 10V, Ic=1mA,
und fiir AM-/FM-ZF- f =200 kHz, R, = 500 2
Verstarker BF 334, BF 335
bei Uge =10V, Io =1 mA, | bei Uge =10V, Io = 1 mA, Ry =04 grd/mW
f= 450 kHz =107 MHz
gr1e = 450 pS gr1e = 055 mS
by, = 60uS byye =135 mS
|¥124] =075 pS |¥124| = 18 pS
~P12¢= ~P12e= °
|¥21] = 36 mS |¥21e] = 36° mS
P210 = 0° P21e = 0
g2z = 348 G220 = 5 uS
by2e = 284S b2, = 67 uS
BF 336 337 338
BF 336 B = 60 (z 20) . Ucgo = 185 250 300V
BF 337 Ve - 057 ) beiUse=10V. o =30 mA Uceo = 120 180 180 V
BF 338 Ussatwe = 10 V bei I, = 50 mA §’m= 103 VA
f, 2 80 MHz bei Uge = - c = m
WPA-Panar-Transistoren | c 2 35 pF - bei Yoe =R Vil =30 mA Ipw = 20 mA
fiir Video-Endstufen T ce e Po = 215 W
8, = 200 °C
Ryo = 20 grd/W
1] Kennwerle Grenzwerte
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N n Kennwerte Grenzwerte
Uegomw = 1500 V
< BU 105 Ices = 1mA  bei Uge=15kV I =  25A
B | wnleisumgstansistor | Uoesor £ SV N boi [om25A,p=15A Iew = 25A
= UHEul = '-5 v Pg.' = 10 w
< fir Horizontal- o
P~ t; =07 pus nachlpo= 2A &, = 115 °C
Ablent-Endstufen fr~ =15MHz bei Ups = 5V, I =01 A
; in FS-Empfingern
=
=
= Ruo s 25 grd/W
= thG
o
®
e
U, = 1500 V
= BU 108 {Icsa = 32 \p;A bei Ugg = 1500 V fooom = 1500 ¥
= CEsot = - - -
= NPN-Leistungstransistor | .. <15 v } bei Ioc=45A [g=-2A /195,7 : 12; CV
= filr Horizontal- t =07 pus nachl; = 45 A % - 115 °C
™ Ablenk-Endstufen in fr = TMHzbeilUege= 5V, Ic=01A v
Farb-FS-Emptingern
Rwe = 1,6 grd/W
=
<
o
=
]
m
=
= Ucso = 750 V
I s 5 mA bel Uge = 600 V, cBo
s cEv _U:: =15V, 8 = 150 °C Ueey = 10V
= BU 126 v Uso = 5V
Z | wewsoutransisr | o 2RV bbeifo = 2A =04 A Ly = 25 A
— Uggsat = 15 V cav = &
= fir FS-Emplinger- B =15...60 bei Use = 5V, Ic= 1A Icw = S5A
= Netztelle B = 5 beilUg=15V,Ic= 4A Pu = W
fr = 10MHz bei Ugg = 10V, I =02 A 8, = 150 °C
Ruwo = 25 grd/W
« n Kennwerte Grenzwerte
o
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Transistorsitze
n Kennwerte Grenzwerte
40809
Transistorsatz filr gieichstrom- U., = 6 6 9 9V
gekoppelte transformatoriose| R _ g 4 10 8 @
Komplementar-Endstufe, Paomex=350 700 650 1200 mW
bestehend aus K50 “210 10 10 10 %
AC 127  VYorstufe (1) U, =107 207 104 102 mV
:g :g Trelberstufe (2) Iow =260 500 300 470 mA
Ao 128} Endsute (3)
U,,, = 100V (BF 179 A, G-Y) BF179A:...B:...C:
40 822 e = 170V (BF 179 B, R-Y)
oss = , R- Ucso= 185 220 250V]
NPN-Planar-Transistorsalz | U,,, = 200V (BF 179 C, B-Y) Uz:,o,= 185 220 250V]
fiir Farbditferenzsignal- t, t; = 300 ns Unoe 5V
Endstufen: Uck sarnr = 15 V bei I = 20 mA I - 50 mA
BF 19 A filr 6-Y I = 1mAY .. _ Pt = 17 W
BF 179 B fiir R-Y 5.5 av ) beiUee=15V.Ic=20mA &2 w0 cC
BF 179 C filr B-Y fr = 120 MHz bei Uge =15V, Io = 10 mA .
Ry s 220 grd/W
Ring = 45 grd/W
g98 Iea 3983
- 2z ST
T8 m u\' 28 28
o= $ 5seo= 2o =
23 - zz2 Y& “zm= “z3
m -~ 22 zz2 Zz8
) = - o —
™~ P ZEm ‘ ~l—/ =92 TEm
300 ¥ xox T ®
3 =>§ S8 5% a sOR
@ - Y el TR s
& 338 ; 2538 803
. oa® y w 1 s R Il
v T8 o ~| &= -9, £ o
o 9% % §y 25" . =18
r—muxal.lo—— - § f r H _é_ % ! 3‘ ; s
3o | P l & W 18 =g
- 'fg o . e 8-
3 P X g | i ly =
;*‘;EL l‘:ll?? s I L'Q =)
o v Z
e 12 5 . u ! 203 ”Ms% =
— ' || 2 mmEe =
- Xy ul v =2,
3 043¢ 5 [043%




AD 149, BD 144, BD 145, BD 160, BU 105, BU 108, BU 128:
Gehéuse: Metall, JEDEC T0-3, 3 A 2 (3 B 2) nach DIN 41
Der Kollektor ist mit dem Gehause verbunden.

fe— 1221 ——=f

872

0.05’

+

max. 395
e—max. 203%—

-

F

—efle-1

Typ Héhe h Flanschdicke d
AD 149 max. 8 max. 3,4
BD 160 max. 9,5 max. 3,4
BD 181 max. 9,5 max. 0,9
BD 182 max. 9,5 max. 0,9
BD 183 ¢ max. 9,5 max. 0,9
BU 105 max. 9,5 max. 3,4
BU 108 max. 9,5 max. 3,4
BU 126 max. 9,5 max. 3,4
318 VALVO HALBLEITERBAUELEMENTE

AF 118:
Gehause : Metall, JEDEC T0-7,7 A4 nach DIN 41 874
Der AnschluB s ist mit dem Geh&use verbunden.

mw e O

AF 121, RF 121 S:

Gehause: Metall, 18 B 4 nach DIN 41 876, jedoch BECS

Der AnschluB s ist mit dem Gehause verbunden.
555025

254 max.8,8

5

)
7,

AF 124, AF 125, AF 126, AF 127, BF 115, BF 167, BF 173, BF 184,
BF 185:
Gehduse: Metall, JEDEC T0-72,
18 A 4 nach DIN 41 876, jedoch BECS
Der AnschluB s ist mit dem Gehause verbunden.
5551025

264

x. 5,3-+min12,7)

EI"IF'

043¢
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AF 139, AF 239, AF 239 S, BF 180, BF 181, BF 182, BF 183, BF 200:
Gehéuse: Metall, JEDEC T0-72, 18 A 4 nach DIN 41876
Der AnschluB s ist mit dem Gehause verbunden.

5562025

AF 267:
Gehause: Kunststoff (SOT-37)

,.I_o.i:llLllq.S! -
BC 107, BC 108, BC 108, BC 177, BC 178, BC 179:

Gehéduse: Metall, JEDEC T0-18, 18 A 3 nach DIN 41876
Der Kollektor ist rpit dem Gehiuse verbunden.

320 VALVO HALBLEITERBAUELEMENTE

BC 146, BC 200:
Gehéause : Kunststoff (SOT-42)

| mox.18 e
l
ﬂlzl‘—

— g
+{max.18 |=—mini2 m
BC 147, BC 148, BC 148, BC 157, BC 158, BC 159:
Gehéduse: Kunststoff (SOT-25), EBC
o ~
E o
19 3
¥ g
2y
+max.1,3
BC 237, BC 238, BC 239:
Gehause : Kunststoff (SOT-30), EBC
£ B
¥ =
wh ) e =k
T ] max
C
T:le"l__m&_
_.-m! VK T20067.0
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BD 115, BF 177, BF 178, BF 179, BF 186, BF 336, BF 337, BF 338:
Gehéause: Metall, JEDEC T0-39, 5 C 3 nach DIN 41873
Der Kollektor ist mit dem Gehéause verbunden.

-

2

S 1l
ty
i

1l

lemax.6,6+ 0355?_

BD 131, BD 132, BD 135, BD 136, BD 137, BD 138, BD 139, BD 140:
Gehause : Kunststoff (SOT-32)

iz
* I
le— max 11, —ste—— min 163 p— &
—43,75j@— - e max.254 ﬁo.wo.
Y iz . B
m..w. i - ”.ululﬁ ¢
§ M2 L\_ = E
3-3,2
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BF 184, BF 185, BF 196, BF 197, BF 334, BF 335:

Gehduse : Kunststoff (SOT-25), BEC

BF 254, BF 255:
Gehéuse: Kunststoff (SOT-30), BEC

VK T20047
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